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На образцах гетероструктур GaAs/AlGaAs с затвором при помощи нового болометрического метода [1] исследовано поглощение двумерной электронной системой  микроволнового излучения широкого частотного диапазона (38 – 400 ГГц). Основными особенностями в спектре поглощения, существующими во всей исследованной области частот, являются экстремумы вблизи положений второй и третьей гармоник циклотронного резонанса (2f/c=2,3, c – циклотронная частота электронов). При высоких частотах излучения f и низкой температуре (0.5 К) экстремумы являются минимумами (см. рис.). Понижение частоты излучения и повышение температуры приводит к инверсии особенностей с минимума на максимум, причем инверсия сначала происходит вблизи третьей гармоники (см. нижнюю кривую на рис.). Возникновение минимумов поглощения около гармоник циклотронного резонанса представляется естественным связать с возбуждением при поглощении излучения бернштейновских магнетоплазменных мод, имеющих щели в спектре вблизи гармоник циклотронного резонанса. Щели достигаются при довольно больших значениях волновых векторов k магнетоплазмонов, удовлетворяющих условию kRc~1 (Rc – циклотронный радиус электронов), т.е., в условиях, когда электрическое поле неоднородно на масштабе циклотронного радиуса. Возбуждение плазменных мод с большими волновыми векторами в условиях нашего эксперимента мы связываем с сильной неоднородностью микроволнового электрического поля около края затвора. Инверсию экстремумов при изменении частоты излучения удается качественно описать, базируясь на расчетах поглощения неоднородного высокочастотного поля, выполненных в работе [2] и учитывающих релаксацию электронов по импульсу. 
Работа поддержана Российским научным фондом (проект 14-12-00599).  
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Рис. 1. Зависимости сигнала поглощения от величины c/2f, пропорциональной магнитному полю, для различных частот f.   









